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10. Vnitrni pameti

zdroj obrazku a nékterych casti textu:
www.fi.muni.cz



Rozdéleni pameéti

e pameti pocitace rozdéelujeme na dve skupiny:

— vnitrni pameéti: sem radime pameéti typu ROM a
RAM, tedy pamét od vyrobce se zakladnimi daty a
operacni pamét. Tyto paméti maji standardné
mnohem nizsi pristupovou dobu a mnohem vyssi
prenosovou rychlost.

— vneéjsi pameti: maji mnohem vyssi pristupovou
dobu (asi 0 4—6 radud) a mnohem nizsi prenosovou
rychlost (asi o 2 rady). Sem patri bézné elektrome-
chanické pevné disky, optické disky a vymeénitelna
média. Jsou vSak mnohem levnéjsi (cena/GB) a
jejich obsah se po vypnuti/restartu nemaze.



Princip funkce vnitrnich pameti

e vnitrni (interni) paméti jsou zapojeny jako matice

Aidresa

pameétovych bunék, z nichz kazda muize byt nastavena
na hodnotu logicka 0 nebo 1.

pri cteni se podle privedené adresy v dekodéru vybere
spravny adresovy vodic a privede na néj hodnotu 1.
Podle toho, jak jsou nastaveny bunky, bud' 1 projde
nebo neprojde na datove vodice.

Pri zapisu se na datove
vodice, kam se ma

Pamétova buiika

T @i 0 zapsat 1, privede proud
e e A A a ten zmeéni hodnotu
2 —— téch bunék, které byly
aktivovany adresovym
[ O O O . vodicem.
| ]7 | T | T | T |




Typy pameti

statické — uchovavaji data nepretrzité po celou
dobu, co jsou pripojeny k napajeni

dynamické — data se z pameéeti mazou i béhem
doby, co je pripojena k napajeni, museji se tedy
obnovovat

energeticky zavislé — po preruseni dodavky
energie se obsah paméti ihned maze

energeticky nezavislé — mohou data uchovavat i
v dobé, kdy je pocita€ odpojen od napajeni



ROM pamét

e pameét pouze ke ¢teni (Read Only Memory)

* informace v ni obsazené jsou pevne zapsany pri
vyrobe a poté je jiz neni mozné nijak ménit.

o statické a energeticky nezavislé.

Datovy vodié Datovy vodié
Adresovy vodié Adresovy vodié
[~
L1
Hodnota "0" Hodnota "1"

nejjednodussi realizace ROM pomoci dvou nespojenych vodi¢l (0) a dvou vodicu
spojenych pres polovodic¢ovou diodu (1)



PROM pamét

e je vyrobena bez informace a muze byt jednou
naprogramovana (Programmable ROM). Poté jiz
slouzi pouze jako ROM

e staticka a energeticky nezavisla.

Datovy vodié

Adresovy vodié

R

——1
L1

Ni'r

Realizace PROM pomoci diody a tavné chromniklové pojistky. Pamét z vyroby obsahuje
samé hodnoty 1. Zapis se provadi pomoci vyssiho proudu (kolem 10 mA), ktery prepali
pojistku a definitivné zapiSe hodnotu 0.



EPROM pamét

e da se do ni provést zapis a lze ji vymazat tim, ze
modul osvitime UV zarenim (Erasable PROM)

o statickd, energeticky nezavisla pamét

e realizovana pomoci specialnich unipolarnich
tranzistord, které udrzi naboj az nékolik let.
Pamétovy Cip je umistén pod okénkem, takze
pri vystaveni pusobeni UV zareni se smaze. Pri
bézné praci je okénko prelepené, aby se pamét
nevymazala UV zarenim v ovzdusi.



EEPROM pamét

e statickd energeticky nezavisla pamét, kterou lze
vymazat elektricky (Electrically EPROM) a ne
pomoci UV zareni, cimz odpada nepohodIna
manipulace s paméti pri jejim mazani.

FLASH pamét
e obdoba pameéti EEPROM

* vymazani se provadi opét elektricky, vyvhodou je
moznost preprogramovani primo v pocitaci



Pameti SRAM

statické (Static Random Access Memory) a
energeticky zavislé pameti

jsou realizované pomoci tzv. bistabilniho

klopného obvodu, ktery muze byt ve 2 stavech
(O nebo 1)

vyhodou je nizsi pristupova doba (1-20 ns),
nevyhodou vyssi slozitost a tedy vyssi vyrobni
naklady a tedy i cena

pro svou vysokou cenu se vyrabeéji pouze jako
moduly vyrovnavaci pameti malé kapacity



DRAM pameti

e tzv. dynamické (Dynamic RAM), uchovavaji informaci pomoci
naboje na kondenzatoru. Ten vSak ma tendenci se vybijet,
takze je tfeba provadeét refresh (ozivovani pamétové buriky).
Tuto funkci realizuje néktery obvod chipsetu. Jsou rovnéz
energeticky zavislé, navic destruktivni pfri cteni.

e vyhodou je jednoduchost (nizké vyrobni naklady) a moznost
vysoké miry integrace (do bloku o velké kapacité). Nevyhodou
je vysoka pristupova doba (10-70 ns) zpUsobena nutnosti
provadeét refresh a dobou potrebnou k nabiti kondenzatoru.

Bunka DRAM realizovana tranzistorem a
Adresovy vodit kondenzatorem. Pfi zapisu se na adresovy
J_ 1 vodic privede 1, coz otevre tranzistor a ten
TC se bud’ se z datového vodice nabije na 1
Ci nebo vybije na 0. Pfi Cteni se opét otevre
Datovy vodié tranzistor 1kou z adresového vodice a bud’
naboj (1) prejde na datovy vodi¢ nebo ne
(0). Tim se nicméné kondenzator vybije a
musi se znovu zapsat.




Cache pamét

e obecny nazev pro vyrovnavaci pamét, kterd
vyrovnava tok dat mezi rychlym a pomalym
zarizenim (napr. mezi procesorem a operacni
pameti nebo mezi operacni paméti a diskem)

e interni (primarni, L1) cache je primo na procesoru
a externi (sekundarni, L2) cache je bud také na
procesoru nebo na zakladni desce. Tyto cache
jsou realizovany jako pameéti typu SRAM.

e vybeér dat, ktera se v pripadeée potreby z cache
vyradi, se provadi zpravidla algoritmem LRU
(Least Recently Used)



CMOS pamét

e pamét s malou kapacitou slouzici k uchovani
Udaju o nastaveni pocitace a jeho hardwarové
<onfiguraci. Toto nastaveni provadime v
orogramu SETUP, ulozeném v EPROM ci Flash
nameti a zpristupnéném po startu stiskem Del.

* je energeticky zavisla, napaji ji baterie umisténa
na zakladni desce.

e pokud Spatné nastaveni parametrd zpusobi
nefunkcnost pocitace nebo zapomeneme heslo,
muUzeme tuto pamét vymazat pomoci jumperu
nebo tlacitka Clear CMOS, nebo prosté vyjmutim
baterie z desky na dobu 30-60 sekund.



Odpovezte:
proC nekteré pameti oznacujeme jako vnitrni a
jiné jako vneéjsi? Jaky je mezi nimi rozdil?
vnitrni pameéti jsou bud typu ROM nebo RAM.
K ¢emu oba typy slouzi?

ROM pameéti nejsou jiz prilis moderni. Jaké
vylepsené verze ROM pameéti dnes uzivame?

co jsou statické (SRAM) a dynamické (DRAM)
pameéti a k cemu tyto typy pameéti pouzivame?

co je vyrovnavaci (cache) pamét?
co oznacujeme jako tzv. CMOS pamét?



